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В последнее годы метод низкоэнергитеческой имплантации ионов  широко исползуются для получения наноразмерных структур на поверхностних слоях материалов различной природы [1-1].  На рис.1 приведен масс - спектр отрицательных ионов для Si, имплантированного ионами О2+ с Е0 = 1 кэВ при дозе облучения D = Dн = 6 × 1016 см-2 где Dн  - доза насыщения. Видно, что в спектре содержатся интенсивные пики SiO2, субоксидов Si (SiO и Si2O) и несвязанных атомов Si и О. Наряду этими пиками обнаруживаются малоинтенсивные пики различных примесных атомов, общая концентрация которых не превышает 0,1 ат.%. 
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Рис. 1. Масс- спектр Si, имплантированного ионами О2+ с Е0 = 1 кэВ при D = 6 × 1016 см-2, записанный при бомбардировке ионами Сs+ с Е0 = 6,7 кэВ
Прогрев этой системы приводит к изменению содержания оксидов, и при ≃ 900К формируется нанопленка SiO2 толщиной ≃ 25 – 30 Ǻ (рис.2). Из рис. 2 видно, что при имплантации ионов О2+ в Si с Е0 = 1 кэВ при дозе D=Dн в спектры упруго - отраженных медленных электронов (УОЭ) интенсивность пика L23 кремния резко уменьшается, и появляются новые интенсивные пики с энергиями 104,105,5 и 107 эВ (рис 2. кривые 2). Появление этих пиков объясняется наличием нестехиометрических оксидов SiO, Si2O и SiO2 соответственно. После прогрева ионно - имплантированного образца при 900 К пики с энергиями 104 и 105,5 полностью исчезают, а интенсивность пика с Е ≈ 107 эВ резко увеличивается. На основе анализа данных методов оже-электронной  спектроскопии (ОЭС) и вторично-ионной масс-спектрометрии (ВИМС) нами установлено, что при этом на поверхности формируется однородная пленка SiO2 толщиной 25-30 Ǻ. 
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Рис. 2. Спектры УОЭ L23VV Si: 1 - чистого Si; 2 - Si, после имплантации ионов О2+ с Е0 = 1 кэВ и D = 6 × 1016 см-2, 3 - после прогрева при 900 К в течение 30 мин
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